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VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 
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Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

11/07/2003 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
15/07/2002 


Anmelder ' 
INFINEON TECHNOLOGIES AG 



Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehdrde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 iibermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Btiro ubermittelt. 

Dieser Internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _4 Blatter. 

[x] Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unteriagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Benefits 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die Internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 



□ 



Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
| | in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computeriesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nach tragi ich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in computeriesbarer Form eingereicht worden ist. 



□ 
□ 
□ 
□ 



Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

| | Die Erklarung, daB die in computeriesbarer Form erfaBten Informattonen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

| j Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
[_ 1 Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 

Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[x] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

|~^~| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

. . wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 

I j Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. ^pt 



[3c] wie vom Anmelder vorgeschlagen keine der Abb. 

j | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 H01L21/20 H01L21/314 H01L21/762 H01L29/786 H01L21/28 



Nach der Internationa ten Palentklassifikation (IPK) Oder nach der nationalen Klassifi kation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindest prut st off (Klassifikationssyslem und Klassifikationssymbote ) 

IPK 7 H01L 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen. soweit diese unler die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der intemationalen Recherche konsullierte etektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , INSPEC 



C. AUS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kalegorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspnjch Nr. 



US 5 810 924^ (MEYERSON BERNARD STEELE 
ET AL) 22. September 1998 (1998-09-22) 
Spalte 15, Zeile 12-24 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 1999, no. 13, 

30. November 1999 (1999-11-30) 

& JP 11 233440'A (TOSHIBA CORP), 

27. August 1999 (1999-08-27) 

Zusammenfassung 

_/__ 
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1-20 



Weitere Veroffentlichungen stnd der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

"A* Veroffentlichung. die den alkjemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht ats besonders bedeutsam anzusehen ist 

a tie res Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem intemationalen 
Anmetde datum veroffentlicht worden ist 

"L* Veroffentlichung, die geeignet ist. einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen. Oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

'O' Veroffentlichung. die sich auf eine mundliche Offenbarung. 

eine Benutzung. eine Ausstellung oder andere MaOnahmen bezieht 
•P* Veroffentlichung. die vor dem intemationalen Anmeldedatum. aber nach 

dem beanspruchten Prior itatsdatum veroffenttichi worden tst 



"T* Spatere Veroffentlichung. die nach dem internationaten Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mil der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

'X" Veroftenttichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht ats neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y* Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden. wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kalegorie in Verbindung gebracht wind und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

*&• Veroffentlichung. die MitgUed derselben Patentfamilie ist 



Oalum des Abschlusses der intemationalen Recherche 



18. Dezember 2003 



Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts 



07/01/2004 



Name und Postanschrifl der Intemationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt. P.B. 5818 Patenttaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (^-31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevotlmachtigter Bediensteter 



Wolff, G 
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C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



•nales Aktenzeichen 

E 03/02352 



Kalegorie* Bezeichnung der Veroflentlichung. soweil ertorderlich unler Angabe der in Belrachl kommenden Teite 



Betr. Anspruch Nr. 



TEZUKA T ET AL: "HIGH-PERFORMANCE 
STRAINED SI-0N-INSULAT0R MOSFETS BY NOVEL ' 
FABRICATION PROCESSES UTILIZING 
GE-CONDENSATION TECHNIQUE" 
2002 SYMPOSIUM ON VLSI TECHNOLOGY. DIGEST 
OF TECHNICAL PAPERS. HONOLULU, JUNE 11 - 

13, 2002, SYMPOSIUM ON VLSI TECHNOLOGY, 
NEW YORK, NY: IEEE, US, 

11. Juni 2002 (2002-06-11), Seiten 96-97, 
XP001 109835i/ 
ISBN: 0-7803-7312-X 

Abstract, Introduction, Device fabrication 

TEZUKA T ET AL: "Fabrication of a 
strained is on sub-10-nm-thick 
SiGe-on-insulator virtual substrate" 
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B, 
ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, 
Bd. 89, Nr. 1-3, 

14. Februar 2002 (2002-02-14), Seiten 
360-363, XP004334431 
ISSN: 0921-5107 
Abstract and 1. Introduction 



1-20 



EP 1 120 818^ 
1. August 2001 
Absatz '0078!; 



(ASAHI CHEMICAL 
(2001-08-01) 
Anspriiche 1,8 



IND) 



1-20 



US 5 569 538^ (CHO CHIH-CHEN) 
29. Oktober 1996 (1996-10-29) 
Anspriiche; Abbildung 1 

ZOGG H: "STRAIN RELIEF IN EPITAXIAL 
FLUORIDE BUFFER LAYERS FOR 
SEMICONDUCTORHETEROEPITAXY" 
APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN 
INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, 
Bd. 49, Nr. 15, 

13. Oktober 1986 (1986-10-13), Seiten 
933-935, XP000816962/ 
ISSN: 0003-6951 

Seite 933, linke Spalte, letzter Absatz 
-rechte Spalte, Absatz 1 
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PCT^Po3/02352 


Im Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 


Datum der 
Veroffentlichung 


Mitglied(er) der 
Patentfamilie 


Datum der 
Veroffentlichung 


US 5810924 A 


22-09>1998 


us 


5659187 A 


19-08-1997 



BR 9201914 A 12-01-1993 

CA 2062134 Al 01-12-1992 

EP 0515859 Al 02-12-1992 

JP 2582506 B2 19-02-1997 

JP 5129201 A 25-05-1993 



JP 11233440 A 27-08-1999 KEINE 



EP 1120818 A 01-08-2001 AU 5760199 A 17-04-2000 

CA 2345122 Al 06-04-2000 

EP 1120818 Al 01-08-2001 

CN 1319252 T 24-10-2001 

WO 0019500 Al 06-04-2000 

TW 474012 B 21-01-2002 



US 5569538 A 29-10-1996 US 5453399 A 26-09-1995 
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